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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：
基底，包括第一區域及平面地圍繞所述第一區域的第二區域；

主動區域，安置於所述基底的所述第一區域中；

下部電極，安置於所述基底的所述第一區域上且在豎直方向上延伸，所述下部電極電連

接至所述主動區域；

支撐件，圍繞所述下部電極的側壁且支撐所述下部電極；

第一上部電極，覆蓋所述下部電極，位於所述下部電極上，所述第一上部電極包括安置

於所述第一區域內的第一部分及安置於所述第二區域內的第二部分；

介電層，配置於所述下部電極與所述第一上部電極之間；以及

第二上部電極，安置於所述第一上部電極的所述第一部分上，

其中所述第二上部電極未安置於所述第一上部電極的所述第二部分上。

2.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中所述第一上部電極包括由矽鍺（SiGe）及矽（Si）
中選出的一或多者，以及

所述第二上部電極包括由鎢（W）、氮化鈦（TiN）以及其組合中選出的一或多者。
3.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中所述第一上部電極的所述第二部分包括與所述第二
上部電極的材料實質上不同的材料。

4.　如請求項 1所述的半導體裝置，更包括所述第二上部電極上的保護層，所述保護層包括
絕緣材料。

5.　如請求項 4所述的半導體裝置，其中所述保護層未安置於所述第一上部電極的所述第二
部分上。

6.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中所述第一上部電極的所述第二部分具有 L形橫截
面。

7.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中所述第一上部電極的所述第二部分包括在與所述豎
直方向交叉的水平方向突出的一或多個突出部分，以及

所述突出部分的至少部分在所述水平方向上與所述支撐件重疊。
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8.　一種半導體裝置，包括：
基底，包括胞元區域及連接區域，所述胞元區域包括第一區域及第二區域，所述第二區

域配置於所述第一區域與所述連接區域之間；

多個主動區域，安置於所述基底的所述胞元區域中；

多個導電圖案，安置於所述基底的所述胞元區域上，所述多個導電圖案安置於所述多個

主動區域上；

多個下部電極，各自在豎直方向上延伸且經由所述多個導電圖案電連接至所述多個主動

區域；

多個支撐件，圍繞所述多個下部電極的多個側壁中的各者且支撐所述多個下部電極；

介電層，安置於所述多個下部電極及所述多個支撐件上且不安置於所述連接區域內；

第一上部電極，安置於所述介電層上，所述第一上部電極包括安置於所述第一區域內的

第一部分及安置於所述第二區域內的第二部分；以及

第二上部電極，安置於所述第一區域內且不安置於所述第二區域及所述連接區域內。

9.　如請求項 8所述的半導體裝置，其中所述第一上部電極包括由矽鍺（SiGe）及矽（Si）
中選出的一或多者，以及

所述第二上部電極包括由鎢（W）、氮化鈦（TiN）以及其組合中選出的一或多者。
10.   如請求項 8所述的半導體裝置，其中所述第一上部電極的所述第二部分的上部表面的豎

直層級包括豎直層級不同於所述第一上部電極的所述第一部分的上部表面的豎直層級的

部分。

圖式簡單說明

將自結合隨附圖式進行的以下詳細描述更清楚地理解實施例，在隨附圖式中：

圖 1為根據本發明概念的實施例的半導體裝置的示意性佈局圖。
圖 2為根據本發明概念的實施例的半導體裝置的示意性佈局圖。
圖 3為示意性地示出根據本發明概念的實例實施例的半導體裝置的部分組態的平面圖。
圖 4至圖 8為示意性地示出根據本發明概念的實施例的半導體裝置的部分組態的橫截面圖。
圖 9為示出根據本發明概念的實施例的半導體裝置的部分組態的橫截面圖。
圖 10A至圖 10K為根據本發明概念的實施例的用於描述半導體裝置的製造方法的橫截面圖。
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